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Fabrication of pseudo Al template on 4H-SiC and growth of GaN on pseudo template by RF-MBE. 
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1.はじめに 

近紫外発光素子製作に向け，これまでAl 基板上へGaN 薄膜成長検討を行ってきた[1]．金属である

Al 基板上へのGaN 成長は，縦型発光素子応用だけでなく，化学リフトオフプロセス[2]などによる新

しい展開が期待できる．本研究室ではSapphireや4H-SiC 基板上にAl を成長し，疑似基板として用い

ている．しかしながらAl 成長のメカニズムや，Al 上にGaN を成長させることによる影響などはまだ

明らかではない．本研究では4H-SiC 基板上へのAl 薄膜(疑似Al 基板)製作を行い，疑似Al 基板上に

GaN 成長を行った． 

2.実験方法 

成長用基板として4H-SiC 基板を使用し，成長方法にはRF-MBE(MBE: Molecular Beam Epitaxy)法を

用いた．基板の成長前処理として有機洗浄，無機洗浄を行った後，成長室内にて850℃にてサーマル

クリーニングを行った．その後基板温度250℃にて5時間のAl を成長した．その後，基板温度350℃で

窒化を行い，表面にAlN 層を形成し，Al の融点以下である650℃にてGaN 成長を行った．製作した

サンプルは反射高速電子線回折(RHEED)及びX 線回折(XRD)にて評価を行った． 

3.結果及び考察 

図1にAl 成長時のRHEED パターンを示す．図1

より成長初期段階ではAl は3 次元成長し，成長時

間が増していくに連れて2 次元成長へと移行して

いくことがわかる．図2 には疑似Al 基板上にGaN 

成長を行ったサンプルのXRD 測定結果を示す．図2

よりSiC及びGaN だけでなく(111)Al のピークも確

認できたことから，GaN をAl の融点以下で成長す

ることでAl 層を残したまま単結晶GaN 成長を行え

ることがわかった. 

4.結論 

今回，RF-MBE 法を用いて4H-SiC 基板上に疑似

Al 基板製作及び，疑似Al 基板上へのGaN 成長を行

った．その結果，成長初期段階ではAl は3 次元成

長し，成長時間を増加させることで2 次元成長へと

移行することがわかった．また，Al の融点以下で

GaN 成長を行うことでAl 層を残したまま単結晶

GaN 成長が行えることがわかった． 
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図 2 疑似 Al 基板上 GaN の XRD パターン. 

 
図1 Al 成長時のRHEED パターン. 
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